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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體基板之處理方法，包括：
對一已光圖案化光阻進行乾式顯影，其係藉由一乾式顯影處理來去除該已光圖案化光阻

之一曝光部分或一未曝光部分，該乾式顯影處理包括暴露於一乾式顯影氣體，其於該未

曝光部分中之有機金屬氧化物材料與該曝光部分中之金屬氧化物材料之間具有選擇性。

2.　如請求項 1之方法，其中該已光圖案化光阻之該未曝光部分被移除。
3.　如請求項 1之方法，其中該乾式顯影處理包含一溫和電漿。
4.　如請求項 3之方法，其中該溫和電漿在大於 5 mT之壓力及小於約 1000 瓦之電漿功率下
產生。

5.　如請求項 3之方法，其中該該溫和電漿在大於 15 mT之壓力及小於 500 瓦之電漿功率下
產生。

6.　如請求項 1之方法，其中該乾式顯影處理包括無電漿熱處理。
7.　如請求項 1之方法，其中該乾式顯影處理包括複數方法之混合，包含溫和電漿處理及無
電漿熱處理。

8.　如請求項 1之方法，其中該已光圖案化光阻對一輻射源是敏感的，該輻射源係選自於由
DUV、EUV、X光、及電子束輻射所組成之群組。

9.　如請求項 1之方法，其中該乾式顯影氣體包含 RxZy，其中 R = B、Al、Si、C、S、SO且
x＞ 0，及 Z = Cl、H、Br、F、CH4且 y＞ 0。

10.   如請求項 9之方法，其中該乾式顯影氣體包含 BCl3。

11.   如請求項 9之方法，其中該乾式顯影氣體包含路易斯酸。
12.   如請求項 9之方法，其中該乾式顯影氣體包含 BBr3。
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13.   如請求項 9之方法，其中該乾式顯影氣體包含 SOF2。

14.   如請求項 9之方法，其中該乾式顯影氣體包含 SOCl2。

15.   如請求項 1之方法，其中該已光圖案化光阻係一含有機錫氧化物之 10-20 nm厚的薄膜，
基於有機錫前驅物異丙基(三)(二甲基氨基)錫與水蒸氣之氣相反應而沉積、接受 EUV曝
光量及曝光後烘烤，且該乾式顯影處理包括該已光圖案化光阻之非電漿的熱暴露，在

120°C、10 mT、500 sccm BCl3下進行 30秒鐘。

16.   如請求項 1之方法，其中該乾式顯影處理在約 0至 300°C下執行。
17.   如請求項 1之方法，更包括：在進行乾式顯影以形成一光阻遮罩之後，使用該光阻遮罩

以蝕刻下方之一層。

18.   如請求項 1之方法，更包括：
將該半導體基板上之一光阻曝光於選自於由 DUV、EUV、X光、及電子束輻射所組成之
群組的一輻射源以形成該已光圖案化光阻，以及

執行一烘烤步驟以增加該已光圖案化光阻中的交聯。

19.   如請求項 18之方法，其中所述乾式顯影及該烘烤步驟在相同腔室中執行。
20.   如請求項 18之方法，其中所述乾式顯影在一第一腔室中執行，且該烘烤步驟在與該第一

腔室不同之一第二腔室中執行。

21.   如請求項 1之方法，更包含：
調整該乾式顯影處理以去除殘渣。

22.   一種實施已光圖案化光阻之乾式顯影之設備，該設備包括：
一處理腔室；

於該處理腔室中之一基板支撐件，用以支撐具有該已光圖案化光阻的一基板；

一氣體輸送系統，其流體耦接至該處理腔室以輸送一或多種乾式顯影氣體，該一或多種

乾式顯影氣體於該已光圖案化光阻的未曝光部分中之有機金屬氧化物材料與曝光部分中

的金屬氧化物材料之間具有選擇性；以及

一或更多加熱器，用於基板溫度控制。

23.   如請求項 22之設備，其中該處理腔室之內部係塗佈著一腐蝕抑制物。
24.   如請求項 22之設備，其中該處理腔室之內部係塗佈著耐腐蝕有機聚合物或無機塗層。
25.   如請求項 24之設備，其中該耐腐蝕有機聚合物包含聚四氟乙烯。
26.   如請求項 22之方法，更包含一電漿源。
27.   如請求項 26之設備，其中該電漿源配置以產生變壓耦合電漿、電容耦合電漿、或下游電

漿。

28.   如請求項 26之設備，更包含配置以對於該電漿源中之一電漿供電的射頻電源及匹配網
路。

29.   如請求項 28之設備，其中該電漿源配置以控制於該電漿中之電漿功率脈衝時序。
30.   如請求項 22之設備，其中該一或更多加熱器配置以將該基板之溫度控制在介於約 0 °C

與約 300 °C之間。
31.   如請求項 22之設備，其中該氣體輸送系統包含：一噴淋頭；以及一或更多混合容器，其

配置以混合或調節該一或多種乾式顯影氣體，其中該一或更多混合容器係流體耦接至該

噴淋頭。

32.   如請求項 22之設備，更包含配置以從該處理腔室移除蝕刻及/或沉積副產物之一真空泵
浦。
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33.   如請求項 22之設備，更包含配置以將處理腔室壓力控制在介於約 5 mT與約 15 mT之間
的一真空泵浦。

34.   如請求項 33之設備，其中該真空泵浦包含機械乾式泵浦及/或渦輪分子泵浦。
35.   如請求項 22之設備，更包含一控制器，該控制器係編程而具有用於控制下列一或多者之

複數指令：處理腔室壓力、基板溫度、該一或多種乾式顯影氣體的濃度、RF源功率、
RF源頻率、以及電漿功率脈衝時序。

36.   如請求項 22之設備，其中該一或多種乾式顯影氣體包含 BCl3。

37.   如請求項 22之設備，其中該氣體輸送系統更配置以輸送一或多種蝕刻氣體來蝕刻該已光
圖案化光阻下方之一層。

38.   一種處理半導體基板之半導體處理叢集工具，該半導體處理叢集工具包含：
一或更多真空沉積模組，配置以於該半導體基板上沉積一光阻；

一光阻曝光模組，配置以將該光阻曝光於 DUV、EUV、X光、或電子束輻射來形成一已
光圖案化光阻，

一光阻乾式顯影模組，其中該光阻乾式顯影模組配置以將該已光圖案化光阻暴露於一或

多種乾式顯影氣體，該一或多種乾式顯影氣體在該已光圖案化光阻的未曝光部分中之有

機金屬氧化物材料與曝光部分中之金屬氧化物材料之間具有選擇性，以及

一蝕刻模組，配置以蝕刻該已光圖案化光阻下方之一層。

39.   如請求項 38之半導體處理叢集工具，
其中該一或更多真空沉積模組包含原子層沉積(ALD)反應器或電漿輔助化學氣相沉積
(PECVD)反應器，且
其中該光阻曝光模組包含 EUVL掃描機。

40.   如請求項 38之半導體處理叢集工具，更包含：
一真空傳送模組，其配置以與該一或更多真空沉積模組、該光阻曝光模組、該光阻乾式

顯影模組、以及該蝕刻模組接合，來於該一或更多真空沉積模組、該光阻曝光模組、該

光阻乾式顯影模組、以及該蝕刻模組之間傳送該半導體基板。

圖式簡單說明

根據本揭示內容之特定實施例，圖 1A-1B及 2顯示出負型乾式顯影之處理階段及結果。
圖 3描繪適用於實施所述的乾式顯影實施例之處理站設備之實施例之示意圖。
圖 4描繪適用於實施所述的乾式顯影實施例之多站式處理工具之實施例。
圖 5概要地顯示適用於實施某些實施例或實施例態樣之感應耦合式電漿設備之橫剖面圖。
圖 6描繪半導體處理叢集工具架構，其具有真空整合式沉積及圖案化模組與真空傳送模

組接合，適用於實施本文所述之處理。
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